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サファイア上 AlN 成長における N2-CO アニールによる AlN 緩衝層制御 

Control of AlN buffer layer by annealing in N2–CO for growth of AlN on sapphire 
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はじめに 

AlN は，AlGaN 系深紫外発光素子や高出力電子素子の下地基板として期待されている[1]。しか

し，サファイア上への AlN 成長は Al 原子のマイグレーションが小さく，高品質な AlN 膜を得る

のが困難である[2]。また，サファイア基板との格子不整合によって AlN 膜には多くの貫通転位が

存在し，発光素子の内部量子効率を低下させる原因になる[3]。本研究では，N2-CO 混合ガス雰囲

気での高温アニール技術に着目し[4]，AlN の MOVPE 成長における緩衝層制御について検討した。 

実験方法 

MOVPE 法により c 面サファイア基板上に AlN 緩衝層をリアクタ圧力 30 Torr，TBuf=800-1250 oC

で tBuf=20-1000 nm 成長させた。その後 N2-CO 混合ガスを用いて，TAn＝1500-1700 oC で 2 時間の

アニールを行った。さらに THT=1450 oC で tHT=1-2 μm の AlN 成長を行った。 

図 1 に TBuf=1150 oC，tBuf=300 nm で，TAn＝1650 oC の試料における HT-AlN 膜厚に対する X 線

ロッキングカーブ FWHM を示す。アニール前の XRC 半値幅は(0002)(10-12)(10-10)回折がそれぞ

れ，185，1314，1481 秒であったのに対して，アニール後に 2 μm の HT-AlN 成長後の試料では，

68，421，584 秒と貫通転位密度が大幅に低減されていることが示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1:X 線ロッキングカーブ FWHM の HT-AlN 膜厚変化 

(TBuf=1150 oC，tBuf=300 nm，TAn＝1650 oC) 
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